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【はじめに】有機半導体素子はフレキシブル化や大面積化が可能という利点がある。特に半導体

量子ドットを発光層に用いた QLED (Quantum-Dot Light-Emitting Diode) は、高い色純度と蛍光量

子収率からディスプレイや照明などへの応用が期待される。しかし、CdSeに代表される毒性の高

いⅡ-VI 族量子ドットを用いた素子では高効率が得られているが、毒性の低い量子ドットを用い

た素子では高効率の素子を得られていない。本研究では、毒性の低い InP/ZnS 量子ドット－トル

エン分散液の濃度を変化させて、濃度の最適化を検討した。 

【実験方法】InP/ZnS 量子ドットは Oleylamine 溶媒下で InCl3と(P(N(CH3)2)3)を 180℃で 20 min 反

応させ、その後 Zinc acetate dihydrate, 1-Dodecanethiol, Oleylamine からなるストックソリューショ

ンを加え 240℃で 2 時間加熱撹拌した。反応終了後、トルエン、エタノールを用いて 4 回洗浄を

行った。QLED は Indium Tin Oxide付きガラス基板に ZnOをスピンコート法で 40 nmの膜厚で成

膜し、その上に InP/ZnS量子ドットをスピンコート法で成膜した (2000 rpm, 30 s)。その後、真空

蒸着法で CBP (40 nm) / MoO3 (10 nm) / Alの順で成膜した。 

【結果】Fig. 1(a)に量子ドット―トルエン分散液の濃度に対する QLED の J-V（電流密度－電圧）

特性を示す。濃度を濃くしていくと、InP/ZnS 量子ドット層の膜厚が厚くなり、電流が流れにくく

なった。また Fig. 1(b)に量子ドット―トルエン分散液の濃度に対する QLEDの L-V （輝度－電圧）

特性を示す。濃度が高くなっていくと、輝度の立ち上がり電圧が高電圧側にシフトした。3.2 mg/ml

のときには発光が観測されず、濃度の最も濃い 12 mg/mlのときには駆動電圧が最も高電圧となっ

た。これより、濃度が 10 mg/mlのときに最大 20 cd/m2の輝度を記録し、この条件が最も InP/ZnS

量子ドット中でのキャリアバランスが良いと考えられる。 

Fig. 1 (a) Current density – voltage and (b) luminance – voltage characteristics 

of QLEDs fabricated with different concentrations of InP/ZnS QD solutions. 
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